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Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych wydaje dwa czasopisma naukowe,
ktérych tematyka dotyczy inzynierii materiatowej, elektroniki i fizyki ciata statego,
a w szczegdlnosci technologii otrzymywania nowoczesnych materiatéw, ich obrébki,
miernictwa oraz wykorzystania dla potrzeb elektroniki i innych dziedzin gospodarki:

* MATERIALY ELEKTRONICZNE - kwartalnik, zawiera artykuty problemowe, otwarty
jest rtéwniez dla autoréw z zewnatrz,

" PRACE ITME -4-6 razy w roku, zawiera monografie, rozprawy
doktorskie i habilitacyjne pracownikéw ITME.

ITME oferuje réwniez profile tematyczne zawierajace selektywna i kompleksowg
informacje¢ naukowa i techniczng ze skomputeryzowanego banku danych “Materiaty
Elektroniczne BAZA™:

**  PROFILE TEMATYCZNE - 16-20 razy w roku, serwis informacyjny w postaci
opiséw bibliograficznych wyselekcjonowanych do-
kumentéw:

1 - Sii przyrzady z Si

2 - Zwiazki A"BY

3 - Pozostate materiaty pétprzewodnikowe

4 - Materialy elektrooptyczne, piezoelektryczne i laserowe
5 - Nadprzewodniki wysokotemperaturowe i podloza

6 - Materialy ceramiczne

7 - Szkta do zastosowar optycznych

8 - Materialy kompozytowe

9 - Pasty do uktadéw hybrydowych

10 - Metalizacja i czyste metale
11 - Pétprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe i uktady scalone
12 - Przyrzady z akustyczng falg powierzchniowa

#  WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY RAPORTOW Z PRAC NAUKOWO-BADAW-
CZYCH ITME

**  MATERIALY ELEKTRONICZNE - INFORMATOR O KONFERENCJACH, SE-
MINARIACH, TARGACH, WYSTAWACH

**  WYKAZ NABYTKOW BIBLIOTEKI

**  WYKAZ CZASOPISM

**  CURRENT CONTENTS

Szczeg6towe zapytania i zamdwienia na okre§lone pozycje kierowa¢ nalezy pod adresem:
Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych/DS-3 Osrodek INT, ul. Wélczyfiska 133,
01-919 Warszawa 118, skr.poczt.39, tel. 35-30-41/49 w. 108, 129, 425, tlx 825031 itme pl,
fax (+48 22) 34-90-03, E- mail: itme@frodo.nask.org.pl.

Ponadto ITME wydaje:

#*#* KATALOGI I KARTY KATALOGOWE TECHNOLOGII, MATERIAL.OW, WY-
ROBOW I USLUG

Szczegétowych informacji udziela Dziat Marketingu - ITME (NM), ul. Wélczyfiska 133,
01-191 Warszawa 118, skr.poczt.39, tel.: 34-97-30, fax: 34-90-03, tlx 825031 itme pl. E-mail:
itme@frodo.nask.org.pl.
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EUROCHIP - EUROEAST MMIC - MONOLITHIC MICROWAVE
INTEGRATED CIRCUITS DESIGN COURSE, Warszawa, Poland

W ramach wspétpracy Eurochip - Euroeast (prof. A. Jelefiski) zostat zorganizo-
wany. w Warszawie przez Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych i Insty-
tut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej w dniach 19-22 czerwca 1995 r.,
kurs na temat projektowania mikrofalowych monolitycznych uktadéw scalonych.

Program kursu obejmowat:

WELCOME ADDRESS

A. Jelenski Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych,
Warszawa
EUROCHIP-EUROEAST PROGRAMS
A. Kaesser Eurochip-GMD, Sankt Augustin

GaAs MMIC LAY-OUT DESIGN;
PASSIVE AND ACTIVE DEVICE MODELLING
J. Dobrowolski Instytut Podstaw Elektroniki
Politechniki Warszawskiej, Warszawa
THE MPW SERVICES, THE CMP GaAs SERVICE, DIGITAL AND MMIC

Ch. Garnier TIMA-CMP, Grenoble
MDS PRESENTATION
W. Benz Hewlett Packard, Germany

ZWIEDZANIE LABORATORIOW TECHNOLOGICZNYCH ITME
PHYSICAL MODELLING

A. Jelefiski Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych,
Warszawa
STATISTICAL MODELLING
L. Dobrzarnski Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych,
Warszawa

AMPLIFIER DESIGN
Z. Nosal Instytut Podstaw Elektroniki
Politechniki Warszawskiej, Warszawa
IMPEDANCE AND NOISE MEASUREMENTS
W. Wiatr Instytut Podstaw Elektroniki
Politechniki Warszawskiej, Warszawa
CHARACTERISATION OF MMIC
B. Galwas Instytut Mikroelektroniki i Optoelektromkl
Politechniki Warszawskiej, Warszawa
OPEN FORUM-CLOSING SESSION
A. Jelenski Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych,
Warszawa

Kurs byt wspétsponsorowany przez Komitet Badan Naukowych.
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ITME

FILTRY Z AFP

W Instytucie Technologii Materialéw Elektronicznych prowadzone s3 prace nau-
kowo badawcze nad propagacja, generacja i detekcja akustycznych fal powierzchnio-
wych (AFP),w krysztatach piezoelektrycznych.

Wyniki tych prac pozwolity opracowa¢ i wdrozy¢ do seryjnej produkciji filtry
z akustyczng fala powierzchniowa przeznaczone do zastosowan w odbiornikach tele-
wizyjnych, sieciach kablowych i urzadzeniach radiokomunikacyjnych.

IT™ME [

KATALOG FILTROW Z AFP'95 - ZAWARTOSC I

Typ filtru Standard Z (SIMENS) Numer wyrobu Obudowa
FT-382 D/K-OIRT OFW-367 1X-1-1 SIL/TS-56
FT-383° D/K-OIRT OFWK-1950 X-1-2 SIUTS-56

B/G-CCIR SIL/TS-50
FT-386™ D/K-OIRT OFW-368 IX-1-8 SIUTS-56
B/G-CCIR
FT-389 D/K-OIRT OFWK-2050 IX-1-4 SIL/TS-56
B/G-CCIR SIUTS-50
FT-3803" B/G-CCIR OFWG-1962 1X-1-5 SIL/TS-56
OFWG-1963 SIL/TS-59
OFWG-1968
FT-3805 D/K-OIRT OFWK-2060 IX-1-8 SIL/TS-56
B/G-CCIR SIL/TS-50
FT-3886 D/K-OIRT OFWK-2860 IX-1-7 SIyTS-66
B/G-CCIR SILTS-50
FT-301" B/G-CCIR OFW-381D IX-1-8 SIL/TS-56
FT-302 OFWJ-1851 1X-1-9 SIL/TS-56
SIL/TS-50
FTQ-384 D/X-OIRT OFWK-3254 1X-1-10 SIL/TS-56
B/G-CCIR SIL/TS-59
FTQF-384 D/K-OIRT 1X-1-18 SIL/TS-56
B/G-CCIR SIL/TS-50
FTQW-3801 D/K-OIRT 1X-1-15 SIL/TS-56
B/G-CCIR SIL/TS-59
FTQF-3801 D/K-OIRT 1X-1-18 SIL/TS-59
B/G-CCIR
FTP-3801 D/K-OIRT OFWJ-4950 IX-1-11 DIL/PCZ-24
FP-7010A1 IX-1-12 DIL/PCZ-14
FP-7010A2 IX-1-13 DIL/PCZ-14
FP-7030C 1X-1-14 DIL/PCZ-14
FP-3608 -CCIR 1X-1-19 SILTS-56
FP-3507A D/K-OIRT 1X-1-17 SIL/TS-56
(*) typ polecany
(**) typ nie polecany do h

ITME oferuje 19
réznych typéw filtréw
z akustyczng fala po-
wierzchniowg. Obe-
cnie zamieszczamy
karty katalogowe kil-
ku filtréw z AFP wy-
twarzanych w ITME.
Prezentowane filtry
przeznaczone s3a do
toréw posredniej cze-
stotliwosci odbiorni-
kéw telewizyjnych. Sa
wsréd nich zaréwno
filtry odpowiednie do
konwencjonalnych za-
stosowan, z réznico-
wym odbiorem fonii,
jak i filtry umozliwia-
jace realizacje quasi-
réwnolegtego odbioru
fonii.
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v = FILTR FT-383

» 94

ZASTOSOWANIE

Odbiorniki telewizyjne i magnetowidy (filtry do toréw Parametr Wartodé | Jed-

p.cz.) nostka

Tiumiennoéé wirgceniowa 36,50 MHz max 20 dB
STANDARD ch
D/K-OIRT, B/G-CCIR ot

OBUDOWA Tiumiennoéé wzgledna - "

Tworzywowa jednorzedowa typu TS-56 (wersja I) lub noéna wizji 38,00 4,546,

TS-59 (wersja Il), hermetyczna podnoéna chrominancji 33,57 MHz | 1,2+50 dB
noéna fonii | 31,50 MHz | 16+21 dB
noéna fonii Il 32,50 MHz 16+21 dB
noéna wizji sasiedniego

1 o o 4 kanaiu 30,00 MHz min 45 dB
: Eiji bt
2 o Lo s 39,50 MHz min 44 dB
pon 39,50+39,75MHZ | min 44 dB
l 3 doine pasmo zapo-
rowe 25,00+30,00MHz | min 40 d8
W1 gbrme pasmo zapo-
rowe 39,75+45,00 MHz | min 40 dB
. Wersja |: TS-56; h= 13:: Tiumienie sygnaléw odbitych min 44 dB
e - Wersja II: TS-59; h= 11 = e Naaoondas i 46 a8
= " L 2t ik ok 2. o od e
Zd;bw-\h charakte-
Uklad wyprowadzer rystyki opdinienia
1 - wejscie grupowego 33,00+37,25 MHz | max 80 ns
2 - wejscie fgczone z masg ukladu 37,25+38,75 MHz | maex 60 ns
3 - masa ukladu T -
4,5 - wyjscie (symetryczne) polczy P Y 72 ppMVK

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Dopuszczalne wartoécl napigé

wejsciowych

- napigcie stafe (krétkotrwale): max 20 V

- amplituda sygnatu w cz.:

Warunki pomiaru

- temperatura otoczenia:
- impedancja sterujgca:
- impedancja obciazenia:

max 10V

25 C
50 0
20 kn | 3pF

CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA

d8 10
o

-10

-20 ]

-30

—40 l

—s0 | L lna

-80 r\'AVI \'{! V ¥

-7025 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45

MHz

IX-1-2

67
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I-VE FILTR FT-389
I Vamm

ZASTOSOWANIA

Odbiomiki telewizyjne i magnetowidy (filtry do toréw

p.cz)

STANDARD ?

D/K-OIRT, B/G-CCIR Parametr Wartoéé Jod-
OBUDOWA o st e cul sl B
Tworzywowa jednorzedowa typu TS-56 (wersja |) lub nizej wartosci
TS-59 (wersja |l), hermetyczna

Tiumiennoéé wzgledna
1o {II:* 4 noéna wizji 3890MHz | 42¢62 | dB
chrominancji 34,47 MHz | -1,04,6 | dB
2 o— o & noéna fonii | 32,40 MHz 18+22 dB
l noéna fonil Il 3340 MHz | 18422 dB
3 noéna wizji sasiedniego
kanaiu . 3090 MHZ | min 45 dB
oS,  mees noéna fonil sasiedniego
kanalu 4040 MHZ |  min 44 dB
» doine pasmo zapo-
. rowe 25,00+30,90 MHz min 40 dB
UL " . . +0,35 g6me pasmo zapo-
ﬁt‘ v oq [T wersja I.TS-56; h = 16 rowe 40,40+45,00 MHz dB
m}: I;TS-59; h = 11+035 e
Uklad wv:y#pém"z.ﬁ Tiumienie sygnaléw odbitych min 44 dB
1 & e Ty = ot -
2 - wejscie igczone z masq ukiadu o e . i -
3 - masa ukladu - -
4,5 - wyjicie (symetryczne) grupowe
czgstotliwoéé odniesienia 38,90 MHz 0 ns
36,20 MHz | typ -60 ns
PARAMETRY ELEKTRYCZNE podnoéna chrominancii 3447 MHz | typ-10 | ne
Dopuszczalne wartoécl naplgé wejsclowych e & o 72 K
- napigcie stale (krétkotrwale): max 20 V i - 4

- amplituda sygnaiu w. cz.: max 10V

Warunkl pomiaru

- temperatura otoczenia: 23 °C

- impedancja sterujgca: 50 QA

- impedancja obcigzenia: 2,0 ka || 3pF

CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA

<.‘_\

Ty

)

AW/
W/

2 ) 30 32 34 36 38 © a2 Yo

68

CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA | ZMIANY
OPOZNIENIA GRUPOWEGO

A
7Y

WP N B s uwN -0
—
£

33 38 37 38 3% 40 4

IX-1-4
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FILTR FTQF-384

ZASTOSOWANIE
Odbiorniki telewizgjno
quasiréwnoleglym od

(tory fonii

iorem fonii).

p.cz. z

STANDARD

D/K-OIRT, B/G-CCIR

OBUDOWA
Tworzywowa jednorzedowa typu TS-56 (wersja |) lub
TS-59 (Wersja Il) hermetyczna

3];[{_3 I

[ Wersja |: TS-56; h=16*%*
Wersja II: TS-59; h=11%%%

"“l T e [

Uktad wyprowadzen

1 - wejscie

2 - wejscie taczone z masq ukiadu
3 - masa ukladu

4,5 - wyjcie (symetryczne)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Dopuszczalne wartoscl napleé
wejsciowych

- napigcie state (krétkotrwale): max 12V
- amplituda sygnatu w cz.: max 10V

Warunki pomlaru

- temperatura otoczenia: 23 °C
- impedancja sterujgca: 50 N
- impedancja obcigzenia: 2 k13pF

Parametr Wartoéé Jod-
nostka
wirgceniowa 38,00 MHz| max 26 dB
Poziom odniesienia dla podanych nizej
Tiumiennoéé mmm
33,57 MHz| min 20 dB
Poéna foni | 31,50 MHz| 1+15 dB
no‘n‘mll 32,50 MHz A+15 dB
kanaiu 30,00 MHz| o a4 dB
nosna fonii sasiedniego
39,50 MHz min 37 dB
dB
33,60+3680 MHZ| min 19
dolne pasmo zaporo- 48
24,50+29,75 MHz| min 32
goéme pasmo zaporo- 4B
we 39,50--39,75 MHz| min 37 d8
39,75+45,00 MHz | ™in 30
Wspélczynnik temperaturowy -72 ppvK
CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA
a8
-10
o
. W/A
& |
5o 1IN \r/
40 + T
«o | L AMA WM,
L4 b !
60
70
2% 27 29 3 33 35 37 > “1 43 45
MHz
IX-1-16
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DANE WSTEPNE

||

FILTR FTQW-3801

ZASTOSOWANIE
Odbiorniki telewizyjne (tory wizji p.cz. z
quasiréwnolegtym odbiorem fonii).

STANDARD

D/K-OIRT, B/G-CCIR

OBUDOWA
Tworzywowa jednorzedowa typu TS-56 (wersja |) lub
TS-59 (Wersja Il) hermetyczna

l Z}]I{Ei Z

LU [ Wersja |: TS-56; h=16*"*
!rl'——L- Jﬂ'—l:—‘ Wersja lI: TS-59; h=110%
Ukiad wyprowadzen

1 - wejscie

2 - wejscie tgczone z masg ukiadu

3 - masa ukladu

4,5 - wyjcie (symetryczne)

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Dopuszczalne wartoscl naplqc
we]sclowych
- napiecie stale (krétkotrwale) max 12V

- amplituda sygnatu w cz.: max 10V
Warunki pomiaru

- temperatura otoczenia: 23°C

- impedancja sterujgca: 50 N

- impedancja obcigzenia: 2 kQI3pF

70

Parametr Wartodé Jod-
nostka
Tiumiennoéé wiraceniowa 36,50 MHz| max 20 dB
Poziom odnlesienia dla podanych
nizej wartoéci
Tiumiehnoéé wzgledna
noéna wizji 38,00 MHz| 4,0+6,0 dB
podnoéna chrominanc 33,57 MHz| . .4, dB
noéna fonil | 31,50 MHz ';h 4'2 dB
noéna fonii Il 3250 MHz| Lo o dB
noéna wizji sqsiednie-
go kanalu 30,00 MHz min 45 dB
noéna fonii sasiednie-
go kanalu 39,50 MHz min 43 dB
dolne pasmo zapo-
rowe 24503250 MHZ|  min 42 dB
. dB
rowe 39,50-45,00 MHz| min 40
Tiumienie sygnaléw odbitych min 44 dB
Ttumienie sygnalu bezposredniego min 50 dB
P ku elek gnetycznego
Opdinienie grupowe
czgstotiiwoéé odniesienia 38 MHz 0 ns
35,20 MHz| typ -75 ns
podniéna chrominancii 33,57 MHz typ O ns
Wspdiczynnik temperaturowy 72 ppVK

CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA
a8

-10

o

10

20

30

40

= P AW

o

70
25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
MHz

CHARAKT ER TYKA AMPLITUDOWA | ZMIANY
ZNIENIA GRUPOWEGO

o

: I \

3 “'Jn M o
. ML T

e L AAAAL

o L

7 | \

s | l -150

“

32 33 34 35 36 37 38 39 40 4
MHz

IX-1-15
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| PRELIMINARY DATA FTQF-3801 SAW FILTER
I M=
APPLICATIONS AMPLITUDE RESPONSE
TV receivers (IF sound filter for quasi parallel sound a8
application) =10
STANDARD ° a
D/K-OIRT, B/G-CCIR 10
MAXIMUM VOLTAGE RATINGS 29
DC voltage: max 12V 30
AC voltage: max 10V
40
CHARACTERISTICS =0 ,\_‘W
Measuring conditions \J
- ambient temperature: 23 °C 60
- drive'impedance: 50 Q g
- load |mpedance: 2kQ I3PF 7025 27 29 31 33 35 37 39 41 43-345
=
VERSION

ST . PRy Becus, 1540 AMPLITUDE AND GROUP DELAY RESPONSE

Description Value Unit a8 i
Insertion loss 31.5 MHz <15,5 dB ° 100
Reference level for the following data A T~ N
Relative attenuation / \

sound carrier 3250 MHz | -0.4:08 | dB & F \

picture carrier 38.00 MHz > 42 dB 3 I \

colour carrier 33.57 MHz 232 dB 4 ~

Adjacent picture carrier 30.00 MHz = 40 dB s / I\ N \ °

31.00MHz | =238 dB A JAWARFAY i~

Adjacent sound carrier  39.50 MHz 243 dB e l v ) [ \

40.00 MHz = 40 dB 7
4050MHz | > 42 dB s i \
Lower sidelobe  25.00+30.00MHz | = 38 dB | \

upper sidelobe  38.00+45.00 MHz | = 39 dB ® | | 100
Temperature coefficient -72 ppmVK 'go.s 31.0 31.5 320 325 330 _335

SINGLE IN-LINE PLASTIC PACKAGE

1 o o 4

RNEILID
L.

Pin configuration
1 -input
2 - input-ground

3 - chip carrier-ground
1 L
&‘.‘L‘““ L“‘J._:'\ 4,5- output

TS-59; h = 11+03

IX-1-18
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KRONIKA ITME

GRANTY 1995

W VIII konkursie zorganizowanym przez Komitet Badan Naukowych w pierw-
szym pétroczu 1995 roku przyznano 7 grantéw zespotom naukowym Instytutu Te-
chologii Materiatéw Elektronicznych, ktérych spis podajemy ponize;j.

G/47/95 prof.dr hab.inz. W. Wiosinski 7 TO8C 063 08

Badania procesu spajania ceramiki z metalem lutami
kompozytowymi wiékno weglowe-metal

G/48/95 prof.dr hab. A. Pajaczkowska 8 T11B 033 08

Badanie wptywu warunkéw termicznych na wzrost krysztatlow
tlenkowych otrzymywanych metoda Czochralskiego

G/49/95 dr J. Jagielski ' 7 TO8C 053 08

Badanie wtasnosci warstw amorficznych wytworzonych
na powierzchni metali

G/50/95 mgr inz. A. Bajor 8 T11B 002 08

Opracowanie i wykonanie zautomatyzowanego uktadu
konoskopu optycznego sterowanego przy pomocy komputera

G/51/95 doc.dr Z. Librant 7 TOD 018 08

Badanie wptywu atmosfery w wysokich temperaturach
na twardo$¢ Vickersa i modyfikacj¢ mechanizmu odpornosci
na pekanie materiatéw ceramicznych
G/52/95 prof.dr hab. M. Kopcewicz 2 P03B 098 08

Badanie procesu amorfizacji struktur wielowarstwowych
metal-metal w wyniku dziatania wigzek jonéw o niskiej, Sredniej
i wysokiej energii :
G/53/95 mgr S. Strzelecka 8 T11B 032 08

Technika NDT jako metoda otrzymywania jednorodnych
monokrysztatéw GaAs o precyzyjnie kontrolowanych
wiasnosciach

72



Wskazowki dla autorow

1. Redakcja czasopisma “Materiaty Elektroniczne” prosiy autoréw o nadsytanie artykutéw
zapisanych na no$nikach magnetycznych (dyskietki- zwracane po skopiowaniu) w formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika
Page Maker 5.0/4.0, Word for windows 1.2-2.0, PCX, TIF, PLT, CGM,
Word Perfect 5.0/5.1, Ami Pro 1.2b-3.0, TAG, EPS, DXF, BMP, WMF,

RTF (rich text format) i inne po uzgodnieniu z redakcja. XLS, PIC, XLC, WPG.

Grafika i tekst powinny znajdowa¢ si¢ w odddzielnych plikach, kazdy rysunek w innym.
Pliki moga byé poddane kompresji np.: ZIP, ARJ, ARC.

2. Artykut powinien byé wydrukowany czcionkg o wysokosci 12 punktéw typograficznych,
na papierze formatu A4, jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony,
z podwdjng interlinia, w jednym egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢ numerowane.

3. Objetos¢ artykutu nie powinna przekraczaé 15 stron maszynopisu tacznie z rysunkami,
tabelami i bibliografia.

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone:
réwnania, rysunki, tabele i itp.

5. Do artykutu powinny by¢ dotaczone (réwniez na dyskietce) streszczenia, w jezykach
polskim, angielskim i rosyjskim, nie przekraczajace 200 stéw. Tytut artykutu winien by¢ réw-
niez przettumaczony na te jezyki. '

6. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nastgpujace elementy: z lewej stro-
ny u gory artykutu tytut naukowy, petne imie (imiona), nazwisko(a) autora(éw), nazwa miejsca
pracy (zaktadu, pracowni), adres pocztowy. Na §rodku stronicy maszynopisu - tytut artykutu.

7. Rysunki i inne elementy graficzne:

7.1. Na odwrocie rysunku lub fotografii nalezy podaw¢ ich numer, nazwisko autora,
pierwszy wyraz tytutu artykutu i nazwe pliku z zataczonej dyskietki.

7.2. Podpisy do rysunkéw, fotografii oraz bibliografi¢ nalezy umieszcza¢ na oddziel-
nych stronicach, po tekscie.

7.3. U gory kazdej tablicy nalezy poda¢ numer i tytul objasniajacy.

7.4. W przypadku rysunkéw, wzoréw, tablic nie bedacych oryginalnym dorobkiem au-
tora(6w) nalezy zacytowaé Zrédto, umieszczajac je w bibliografii.

7.5. Wzory nalezy numerowa¢ kolejno cyframi arabskimi.

7.6. Przyjmuje sie, ze zataczone zdjgcia i rysunki stanowig wzorzec jakosci dla ilustracji.

8. Pozycje bibliografii nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci - wy-
stepujacej w tekscie.

Dla ksigzki nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, petny tytut, nazwe
miejsce wydania, nazwe wydawcy, rok, stronice np.: [1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna
w zastosowaniach elektronicznych. Warszawa: WNT 1991,126 s.

Dla artykutu nalezy wymienié nazwisko(a) autora(6w), inicjaty imion, tytut artykutu, tytut
czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: [2] Kamirski P., Strupifiski W., Roszkiewicz K.:
Effect of substrate temperature on the concentration of point defets in vapour phase epitaxial
GaP:N,S. Journal of Crystal Growth. 108,1991, 3/4, 699-709

9. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczef wielkoSci we wzorach
muszg byé zgodne z terminologia przyjeta przez Polskie Normy i Migdzynarodowy Uktad Miar (SI).

10. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawaé w lewym marginesie.

11. Autora obowiazuje wykonanie korekty autorskie;j.
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Przedmiotem dziatania Instytutu Technologii Materialéw Elektronicznych jest
prowadzenie badaf naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie
inzynierii materialowej, elektroniki i fizyki ciala stalego, a w szczegdlnosci
technologii otrzymywania nowoczesnych materiatéw, ich obrébki, miernictwa
oraz efektywnego wykorzystywania w gospodarce oraz przystosowywanie
wynikéw badan i prac do wdrozen w praktyce.

Dziatalnosé Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych skupia sie
w dwéch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i matoseryjne;
produkcji materiatéw dla elektroniki, felekomunikczcii, energetyki, rolnictwa
i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad elementami
elektronicznymi, wytwarzanymi z tych materiatéw.

Materiatami, na ktérych koncentruje sig dzialalnos¢ ITME sa: materialy
p&tprzewodnikowe monokrystaliczne i warstwy epitaksialne (Si, GaAs, GaAsP, GaP,
InP), matericly elekirooptyczne i piezoelektryczne (YAG, CaF,, LINbO,, LiTa©,, kwarc),

podioza do nadprzewodnikéw wysokotemperaturowych (SrLaAﬁOd, SrleGaO, )
materialy ceramiczne (na bazie ALO, i Zr0,), szkla optyczne i techniczne,
$wiatlowody, obrazowody, materialy kompozytowe, pasty (przewodzace, izolujace
i oporowe), czyste metale, zwiqzki nieorganiczne i rozpuszczalniki.

W ramach badar aplikacyjnych opracowywane sa w ITME: pélprzewodnikowe
przyrzady mikrofalowe (tran story MESFET, diody Schoh‘ky’ego), mikrofalowe
monolityczne uklady scalone, tiltry z akustyczng falq powierzchniowq

instytut Technologii Materialéw Elektronicznych wydaje dwa czasopisma
naukowe: kwartalnik “Materialy Elekironiczne”, w ktérym publikowane sq artykuty
dotyczqce zakresu dziatania Instytutu, “Prace ITME” - zawierajgce monografie,
rozprawy doktorskie i habilitacyjne, oraz wydawnictwa informacyine.






